
Abstract. In the context of impedance source inverters (ZSI), this work provides a thorough comparison of the sophisticated Multi-Reference PWM 
(MR PWM) approach and the conventional Simple Boost Pulse Width Modulation (SB PWM) technique. The primary performance metrics that are 
the subject of the study include total harmonic distortion (THD), switching losses, boost voltages, IGBT voltage stress, and capacitor voltages. The 
goal of the study is to shed light on the advantages and disadvantages of each PWM method as they relate to the functioning of impedance source 
inverters. Through simulations and the analytical research, the comparison is conducted, providing insight into how the chosen PWM technology 
affects the overall dependability and efficiency of the inverter system. Assessing IGBT voltage stress and switching losses provides insights into the 
stress variables impacting semiconductor devices, while investigating boost voltages helps comprehend their energy transfer capacities. 
Furthermore, the stability and energy storage features are evaluated by analyzing the voltages of capacitors. In addition, the research includes a 
comprehensive analysis of THD to determine the harmonic content of the output waveform, which is important for applications requiring high-grade 
power. The comparative analysis findings enable engineers and researchers to get a better grasp of the consequences of designing and using 
impedance source inverters with either the conventional SB PWM or the MR PWM technique. This work adds to the continuing advancements in 
power electronics technology and is a useful tool for anyone looking to maximize the performance of impedance source inverters in a range of 
applications.
 
Streszczenie. W kontek cie inwerterów impedancji ród owej (ZSI) praca ta zapewnia dok adne porównanie wyrafinowanego podej cia Multi-
Reference PWM (MR PWM) i konwencjonalnej techniki Simple Boost Pulse Width Modulation (SB PWM). G ówne wska niki wydajno ci, które s  
przedmiotem badania, obejmuj  ca kowite zniekszta cenia harmoniczne (THD), straty prze czania, napi cia podwy szaj ce, obci enie napi ciowe 
IGBT i napi cia kondensatorów. Celem badania jest rzucenie wiat a na zalety i wady ka dej metody PWM w odniesieniu do funkcjonowania 
inwerterów impedancji ród owej. Poprzez symulacje i badania analityczne przeprowadzane jest porównanie, dostarczaj ce wgl du w to, jak 
wybrana technologia PWM wp ywa na ogóln  niezawodno  i wydajno  systemu inwertera. Ocena obci enia napi ciowego IGBT i strat 
prze czania dostarcza wgl du w zmienne napr enia wp ywaj ce na urz dzenia pó przewodnikowe, podczas gdy badanie napi  podwy szaj cych 
pomaga zrozumie  ich zdolno ci transferu energii. Ponadto cechy stabilno ci i magazynowania energii s  oceniane poprzez analiz  napi  
kondensatorów. Ponadto badania obejmuj  kompleksow  analiz  THD w celu okre lenia zawarto ci harmonicznej przebiegu wyj ciowego, co jest 
wa ne w przypadku zastosowa  wymagaj cych wysokiej mocy. Wyniki analizy porównawczej pozwalaj  in ynierom i badaczom lepiej zrozumie  
konsekwencje projektowania i stosowania inwerterów ród a impedancji z konwencjonaln  technik  SB PWM lub MR PWM. Praca ta przyczynia si  
do ci g ego post pu w technologii elektroniki mocy i jest przydatnym narz dziem dla ka dego, kto chce zmaksymalizowa  wydajno  inwerterów 
ród a impedancji w ró nych zastosowaniach. Analiza wydajno ci i porównanie prostej techniki Boost PWM i techniki Multi-Reference PWM 

w inwerterze ze ród em impedancji





{ 
count_A++; 
if(count_A>20) count_A=0; 
else count_A = count_A; 
Va = 0.8*sin*(2.0*3.14*count_A/samples); 
Vb = 0.6*sin*(2.0*3.14*count_A/samples); 
}
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